
VCE (X) 

IC (Y) 

Knekkpunkt 

I b1 

I b2 

 
Karakteristikker for transistorer finner man i fabrikantens datablad. Vi kan selv ta opp 
karakteristikker med noen enkle koblinger, som f.eks. den i figur 2. 
 
 
    
 
 
 
 
 
Figur 2: Prinsipp for måling av transistorens 
              karakteristikk.  
 

Oppgave 1:  Tegn Vce / Ic karakteristikken til BC547 for 3 forskjellige 
basestrømmer. 

Prinsippskissen i Figur 2 er realisert på et ferdig kretskort - som vist i figur 3. 
 
Begynn med R = 1 MΩ.  Beregn IB1. Finn først hvor karakteristikken knekker. Mål noen 
verdier rundt knekkpunktet.  F.eks. VCE = 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,30 -  0,50 - 1,0 volt 
Mål noen få punkter langs den lineære delene av kurven. (F.eks. VCE = 3v, 5v og 6v). 
Pass på at du lar VCE spenningen øke til minst 6 volt.  
 

- Gjenta målingene over også for basemotstandene: 510 KΩ og 270 KΩ. 
Basemotstandene velges vha. en ’strap’ på kretskortet.  Bruk de samme verdiene 
for VCE når du måler IC med andre de basestrømmer IB2 og IB3.  

 

  
- Tegn opp Vce/Ic-karakteristikken for de tre basemotstandene. Plott grafene i 

samme figur, i Matlab eller Excel. 
 
Hint: Når transistoren arbeider riktig skal VBE ≈ 0,7 volt   -  dvs. VRB = 12v -0,7v 
Strømmene IC måles indirekte - Mål spenningen over motstanden på 200 ohm 

 – beregn Ic. Bruk de samme VC E 
- verdiene når du skal måle Ic for 
de andre base -strømmene. Det 
forenkler plottingen i samme 
diagram. 
De tre kurvene tegnes i samme 
figur med passende valg av skala. 
IB-verdiene påføres kurvene. 
( Bruker du Excel – velg Chart 
type  XY ( scatter )) 
 

Basemotstand RB 1 MΩ 510 KΩ 270 KΩ 
Beregnet basestrøm IB      
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Figur 3: kretskort for måling 
av transistorkarakteristikk 
 


